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1.

IzraCunajte napetosti in toke bipolarnega npn tranzistorja v sledeCem vezju (tranzistor se
nahaja v reverznem aktivnem podrocju). (R: Upg = 15 V, Ueg = - 0.56 V, Ucp = 15.56 V,
uporabimo enacbe 1. Ebers Mollovega modela: Iz =2.95 mA, Ic =-3.68 mA, Iz =0.74 mA)
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S pomocjo narisanega inkrementalnega modela bipolarnega tranzistorja izracunajte
napetostno ojacenje za majhne nizkofrekvencne signale A, = Ucp/Ugg pri priklju¢enem
bremenu R¢ = 10 kQ na izhodu. Pri izraCunu upostevajte, da je mirovni emitorski tok, Ig , ki
doloca delovno tocko, enak 1 mA. Dolocite tudi vrednost e (ap = 0.98, Ur =25.66 mV).

(R: gm = 1c/Ur =38.19 mS, iz vezja: A, = -mRc =-381.9, i1z o =49, 1, = 1.283 kQ)
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.V danem vezju s spojnim FET tranzistorjem s podatki Ipss = 4.5 mA, Up = — 6 V dolocite
vrednost upora Rp tako, da bo pri vhodni napetosti Ugg = —Ugs = 3 V izhodna napetost Upg

enaka UDD/2 (UDD =12 V) (R |Dg = IRD =1.125 lTlA, URD = UDD/Z, RD =5.33 ](Q)
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MOS FET tranzistor se nahaja v sledeci delovni tocki: Ugs =2 V in Upg = 1.5 V. Dolocite podrocje
delovanja tranzistorja (podnasicenje ali nasi¢enje) in s pomocjo poenostavljenega modela za majhne
visokofrekvenéne signale na sliki izraCunajte vrednost tokovnega ojacenja pri frekvenci f = 10 MHz.
Parameter g, dolocite s pomocjo parcialnega odvajanja ustreznega izraza za ponorski tok po vhodni
napetosti Ugs (podatki: Ur= 1V, Cott, = 0.2 mAV™?, W/L =2.0, Cygs = 0.05 pF). (R: podrocje nasicenja
—> enacba za |Ds, gm = dl[)g/dU(;s =04 S, 1z VCZjElI Ai = —jgm/((ngQ = —j 12732)
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